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 要  旨 
半導体素子製造過程においてウエハー表面に付着する種々の不純物があります。これらの不純
物が作製する素子に様々な影響を及ぼす。シリコン基板表面から不純物や自然酸化膜を取り除く
ため、半導体産業において基板洗浄は欠かせない工程となる。現在 VLSI における洗浄の基本的
手法ではウェット方式の洗浄があくまで主流である。しかし、この種類の洗浄は多くの薬液や酸
処理が使われ、環境に大きな問題をもたらしてしまう。本実験ではドライアイスショットを用い
て洗浄を行った。この洗浄方法は液化炭酸ガスを使用し、ジュールートムソン膨張によりドライ
アイス固体粒子を形成し、アシストガスと共にハイスピードで噴射し洗浄を行う。ドライアイス
ショット洗浄は洗浄力が強く、対象物を傷つけにくい。そして、噴射されたドライアイス固体粒
子は昇華するため、廃棄物が出ず、自然環境に優しい洗浄技術である。洗浄時間が非常に短いと
いう利点もある。今まで金属パーツや機械装置、電気電子部品、様々な分野に使用されている。 
本実験ではレジストレムバーの変わりに、露光する前のシリコン基板上のフォトレジストを洗
浄し、レジスト剥離の実験を試みた。剥離前後のシリコン基板を光学顕微鏡で観察することで、
レジストの剥離されたことを確認出来た。更に剥離前後シリコン基板表面レジストの元素成分を
FTIRで分析することによって、レジストの完全剥離されたことが分かった。 
そして、本実験では電気特性の面にドライアイス洗浄を用いてシリコン基板への効果を評価す
る。最初通常実験室でドライアイス洗浄を用いて作成したMOSキャパシタの C-Vと I-V特性を
測定した。その結果は多くの場合は C-V特性が蓄積の部分が非常に悪く、I-V特性が２～４Ｖの
電圧をかけた時ブレークダウンしてしまう。そして、クリーンルームに持ち込み、洗浄を行った
結果は C-V特性がよくなり、RCA洗浄のMOSキャパシタの理想の特性に近づけた。I-Vの方に
も通常実験室での２～４Ｖ付近すぐブレークダウンすることに対し、ブレークダウン電圧が１４
Ｖになり、RCA洗浄のMOSキャパシタの I-Vの 18Ｖのブレークダウン電圧にも近づけることが
できた。その原因は洗浄後シリコン表面の不純物がなくなり、しかも自然酸化膜が除去された可
能性が高いと考えられる。 
その後、シリコン基板をそれぞれ 30 度、40 度、50 度、70 度の温度にキープし、ドライアイ
ス洗浄を行って MOS キャパシタを作製した。その結果は前洗浄中基板が曇る現象が解決され、
曇った部分特性が良くない問題もなくなった。 
 
